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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component having a carrier (1) on which at least one first light emitting
semiconductor chip (11) and a first light absorbing semiconductor chip (12) and connected in antiparallel, and at least one second
light emitting semiconductor chip (21) and a second light absorbing semiconductor chip (22) connected in antiparallel, wherein the
semiconductor chips (11, 12, 21, 22) are disposed on the carrier (1) such that light (14, 24) of each light emitting semiconductor chip
(11, 21) falls on at least one of the light absorbing semiconductor chips (12, 22) that is not connected to the corresponding light
emitting semiconductor chip (11, 21) and wherein the light absorbing semiconductor chips (12, 22) are implemented as protective
diodes. The invention further relates to a method for operating optoelectronic components.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Es wird ein optoelektronisches Bauelement mit einem Tréger (1) angegeben, auf dem zumindest ein erster Licht emittierender
Halbleiterchip (11) und ein antiparallel verschalteter erster Licht absorbierender Halbleiterchip (12) sowie zumindest ein zweiter
Licht emittierender Halbleiterchip (21) und ein antiparallel verschalteter zweiter Licht absorbierender Halbleiterchip (22)
angeordnet sind, wobei die Halbleiterchips (11, 12, 21, 22) auf dem Tréger (1) derart angeordnet sind, dass Licht (14, 24) jedes
Licht emittierenden Halbleiterchips (11, 21) auf zumindest einen der Licht absorbierenden Halbleiterchips (12, 22) fdllt, der nicht
mit dem jeweiligen Licht emittierenden Halbleiterchip (11, 21) verschaltet ist und wobei die Licht absorbierenden Halbleiterchips
(12, 22) als Schutzdioden ausgebildet sind. Weiterhin werden Verfahren zum Betrieb von optoelektronischen Bauelementen
angegeben.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zum Betrieb eines

optoelektronischen Bauelements

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2011 015 408.6, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Es werden ein optoelektronisches Bauelement und Verfahren zum

Betrieb eines optoelektronischen Bauelements angegeben.

Zzum Schutz von elektronischen Komponenten wie beispielsweise
Leuchtdioden werden Schutzdioden verwendet, die mit den
Leuchtdioden verschaltet sind und diese im Falle von Strom-
oder Spannungspulsen, beispielsweise aufgrund von
elektrostatischen Entladungen (ESD: ,electrostatic
discharges™) schiitzen. Derartige Schutzdioden werden daher

Ublicherweise auch als ESD-Schutzdioden bezeichnet.

Zumindest eine Aufgabe bestimmter Ausfihrungsformen ist es,
ein optoelektronisches Bauelement mit Licht emittierenden
Halbleiterchips anzugeben. Eine weitere Aufgabe bestimmter
Ausflihrungsformen ist es, ein Verfahren zum Betrieb eines

optoelektronischen Bauelements anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch die im Folgenden beschriebenen
Gegenstande und Verfahren geldst. Vorteilhafte
Ausfihrungsformen und Weiterbildungen des Gegenstands und des
Verfahrens sind in den abh&ngigen Anspriichen gekennzeichnet
und gehen weiterhin aus der nachfolgenden Beschreibung und

den Zeichnungen hervor.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist ein
optoelektronisches Bauelement zumindest einen Licht
emittierenden Halbleiterchip auf. Weiterhin kann das
optoelektronische Bauelement auch eine Mehrzahl von Licht
emittierenden Halbleiterchips aufweisen. Der zumindest eine
oder die Mehrzahl der Licht emittierenden Halbleiterchips
kénnen insbesondere als epitaktisch gewachsene
Halbleiterschichtenfolgen ausgebildet sein oder jeweils eine
epitaktisch gewachsene Halbleiterschichtenfolge aufweisen.
Die Halbleiterschichtenfolge kann ein Arsenid-, Phosphid-
und/oder Nitrid-Verbindungshalbleitermaterial aufweisen, das
hinsichtlich seiner Zusammensetzung und hinsichtlich seines
Schichtaufbaus entsprechend einem gewlinschten abgestrahlten
Licht ausgebildet ist. Die Licht emittierenden
Halbleiterchips sind insbesondere geeignet, Licht in einem
Wellenl&ngenbereich von ultravioletter Strahlung bis

infraroter Strahlung.

Gemal einer weliteren Ausfihrungsform weist zumindest ein
Licht emittierender Halbleiterchip ein
Wellenlangenkonversionselement auf, das zumindest einen Teil
eines vom Licht emittierenden Halbleiterchip emittierten
Primarlichts in davon verschiedenes Sekunddrlicht umwandelt.
Das Wellenlangenkonversionselement kann in Form einer
Farbstoffschicht, eines Farbstoffplattchens oder einer
Farbstoff enthaltenden Umhiillung der Halbleiterschichtenfolge

des Licht emittierenden Halbleiterchips nachgeordnet sein.

Gemal einer weliteren Ausfihrungsform strahlen die Licht
emittierenden Halbleiterchips voneinander unterschiedliches
Licht ab, so dass das optoelektronische Bauelement
mischfarbiges Licht in Form einer Uberlagerung des Jjeweils

von den Licht emittierenden Halbleiterchips abgestrahlten
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Lichts abstrahlen kann. Beispielsweise kdénnen die Licht
emittierenden Halbleiterchips blaues, rotes sowie grines
Licht abstrahlen, so dass das optoelektronische Bauelement
Mischlicht in Form von verschiedenen Farben und/oder weiRem
Licht je nach gewadahlter Lichtintensitat der einzelnen Licht
emittierenden Leiterbauelemente abstrahlen kann. Weiterhin
ist es auch moéglich, dass beispielsweise ein Licht
emittierendes Halbleiterbauelement ein
Wellenlangenkonversionselement aufweist, das vom Licht
emittierenden Halbleiterchip abgestrahltes blaues Primarlicht
in gelbes und/oder griines und rotes Sekundarlicht umwandelt,
so dass dieser Licht emittierende Halbleiterchip im Betrieb
wellBes Licht abstrahlt. Ein weiterer Licht emittierender
Halbleiterchip kann rotes Licht abstrahlen, wodurch fiir das
optoelektronische Bauelement weiBes Mischlicht mit einem
hohen Farbwiedergabeindex erreicht werden kann. Je nach
gewlinschter Farbe des vom optoelektronischen Bauelement
abgestrahlten Lichts kann dieses auch andere Kombinationen
von verschiedenfarbigen und/oder gleichfarbigen Licht
emittierten Halbleiterbauelementen aufweisen. Durch eine
Finstellung der jeweiligen Lichtintensitadten relativ
zuelnander kann das mischfarbige Licht des optoelektronischen
Rauelements einstellbar und/oder besonders bevorzugt auch

gegeniiber alterungsbedingten Farbdriften nachregelbar sein.

GemdlR einer weilteren Ausfiihrungsform weist das
optoelektronische Bauelement zumindest einen Licht
absorbierenden Halbleiterchip auf. Weiterhin kann das
optoelektronische Bauelement auch eine Mehrzahl von Licht
absorbierenden Halbleiterchips aufweisen. Der zumindest eine
oder die Mehrzahl der Licht absorbierenden Halbleiterchips
sind insbesondere auch als Schutzdioden, also beispielsweise

als ESD-Schutzdioden ausgebildet. Das bedeutet, dass die
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Licht absorbierenden Halbleiterchips eine Durchlassspannung
aufweisen, die klein genug ist, um Spannungs- oder
Strompulse, im Folgenden auch als ESD-Pulse bezeichnet,
ableiten zu konnen, die fir die Licht emittierenden
Halbeiterchips mdéglicherweise schadigend waren. Durch eine
derartig geeignet gewadhlte Durchbruchspannung kann
gewadhrleistet werden, dass bereits niedrige ESD-Pulse, die
jedoch trotzdem schadigend fiir die Licht emittierenden
Halbleiterchips sein kdénnen, effektiv abgeleitet werden

kdbnnen.

Gemal einer weliteren Ausfihrungsform ist zumindest ein Licht
absorbierender Halbleiterchip eine Siliziumdiode. Diese kann
insbesondere eine Durchlassspannung im Bereich wvon
einschlieBlich 0,6 bis einschlieBlich 1,2 Volt aufweisen.
Weiterhin kann eine als Siliziumdiode ausgefiihrte Licht
absorbierenden Halbleiterchips insbesondere geeignet sein,
Licht im sichtbaren bis infraroten Spektralbereich zu
absorbieren und in einen elektrischen Fotostrom umzuwandeln.
Dadurch kann ein derartiger Licht absorbierender
Halbleiterchip auch zur Detektion von Licht und zur Messung
von Lichtintensitaten verwendet werden, die bevorzugt im
sichtbaren bis infraroten Wellenladngenbereich liegen.
Weiterhin konnen auch mehrere oder alle der Licht
absorbierenden Halbleiterchips des optoelektronischen
Bauelements als Siliziumdioden ausgefiithrt sein. Alternativ
oder zusatzlich konnen eine oder mehrere Licht absorbierende
Halbleiterchips als GaAs-Dioden ausgefiihrt sein, die
insbesondere zu Detektion von langwelligem, beispielsweise
rotem und infrarotem Licht geeignet sein kénnen. Weiterhin
sind auch andere Materialien denkbar, die Licht absorbierend

und als Schutzdiode geeignet sind.
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Gemal einer welteren Ausfihrungsform sind die
Halbleiterchips, also die Licht emittierenden und die Licht
absorbierenden Halbleiterchips, auf einem Tradger angeordnet.
Der Trager kann beispielsweise als Leiterplatte,
Metalltrager, beispielsweise in Form eines Leiterrahmens
(,lead frame“), Keramiktrager, Kunststofftrdger oder einer
Kombination daraus ausgebildet sein. Belispielsweise kann der
Trager auch als Gehause ausgefilthrt sein, insbesondere als
Kunststoffgehduse. Das Gehduse kann beispielsweise eine
Vertiefung aufweisen, in der die Halbleiterchips angeordnet
sind. Zur elektrischen Kontaktierung kann der Trédger einen
Leiterrahmen, Leiterbahnen und/oder Anschlussflichen
aufweisen, mittels derer die Halbleiterchips elektrisch
und/oder mechanisch kontaktiert sein konnen. Insbesondere
kann die Vertiefung reflektierend ausgebildet sein, also
beispielsweise reflektierende Seitenflidchen und/oder eine
reflektierende Grundflache aufweisen, auf der die
Halbleiterchips montiert sind, so dass das von den Licht
emittierenden Halbleiterchips emittierte Licht vom
optoelektronischen Bauelement gleichmaRig abgestrahlt werden

kann.

Gemal einer weliteren Ausfihrungsform kdnnen die
Halbleiterchips auf dem Trager von einem Abdeckelement
und/oder zumindest einem optischen Element bedeckt sein. Das
Abdeckelement kann beispielsweise in Form eines Vergusses
oder eines Deckels Uber den Halbleiterchips angeordnet sein.
Weist der Trédger ein Gehduse mit einer Vertiefung auf, in der
die Halbleiterchips angeordnet sind, so kann insbesondere die
Vertiefung mit einem Verguss gefiillt sein. Weiterhin kann den
Halbleiterchips ein optisches Element in Form einer Linse

und/oder eines optischen Diffusors wie etwa einer Streuplatte



10

15

20

25

30

WO 2012/130657 PCT/EP2012/054816

nachgeordnet sein, um die Abstrahlcharakteristik des

optoelektronischen Bauelements anpassen zu kdnnen.

GemdlR einer weilteren Ausfiihrungsform ist auf dem Trager
zumindest ein erster Licht emittierender Halbleiterchip und
ein antiparallel dazu verschalteter erster Licht

absorbierender Halbleiterchip angeordnet.

Gemal einer welteren Ausfihrungsform ist zumindest ein
zwelter Licht emittierender Halbleiterchip und ein dazu
antiparallel verschalteter zweiter Licht absorbierender

Halbleiterchip auf dem Tradger angeordnet.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform sind die Licht
absorbierenden Halbleiterchips wie oben beschrieben als
Schutzdioden ausgebildet, so dass die Licht emittierenden
Halbleiterchips durch die antiparallele Verschaltung wie oben

beschrieben vor ESD-Pulsen geschlitzt sind.

Die Halbleiterchips sind gemal einer weiteren Ausfihrungsform
derart auf dem Trager angeordnet, dass Licht eines Licht
emittierenden Halbleiterchips auf einen der Licht
absorbierenden Halbleiterchips fallt, der nicht mit dem Licht
emittierenden Halbleiterchip verschaltet ist. Das kann
beispielsweise bedeuten, dass Licht des ersten Licht
emittierenden Halbleiterchips auf den zweiten Licht
absorbierenden Halbleiterchip f&llt. Weiterhin kann das
bedeuten, dass Licht des zweiten Licht emittierenden
Halbleiterchips auf den ersten Licht absorbierenden
Halbleiterchip f&allt. Dadurch kann es mdglich sein, dass die
Licht absorbierenden Halbleiterchips auch zur Detektion
beziehungsweise Messung des von den Licht emittierenden

Halbleiterchips abgestrahlten Lichts verwendet werden konnen.
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Gerade bei optoelektronischen Bauelementen, die mehrere Licht
emittierende Halbleiterchips aufweisen, kann es durch
unterschiedliche Alterung der Licht emittierenden
Halbleiterchips aufgrund unterschiedlicher Materialien
und/oder unterschiedlicher Beanspruchung zu Verschiebungen
beziehungsweise Veradnderungen des vom optoelektronischen
Bauelement abgestrahlten Mischlichts kommen. Um einen
méglichst gleichbleibenden Farb- und Leuchteindruck sowie
eine mdéglichst liber die gesamte Lebensdauer des
optoelektronischen Bauelements konstante Lichtintensitat des
abgestrahlten Mischlichts zu erreichen, ist zu bestimmten
Zeiten, beispielsweise in bestimmten Zeitintervallen, ein
Farb- und Helligkeitsabgleich vorteilhaft, bei dem
Veranderungen der von den Licht emittierenden Halbleiterchips
Jeweils abgestrahlten Lichtintensitdt gemessen werden kdnnen.
Aufgrund solcher gemessener Veranderungen kdnnen die
Betriebsparameter fiur die Licht emittierenden Halbleiterchips
angepasst werden, so dass bevorzugt wieder das angestrebte
Mischlicht abgestrahlt werden kann. Dadurch kann wahrend der
Lebensdauer des optoelektronischen Bauelements ein
regelméBiger Abgleich zur Lebensdauer- und
Temperaturkompensation ermdglicht werden. Im Vergleich zu
bekannten Beleuchtungsanwendungen, bei denen ein derartiger
Abgleich durch zusatzliche, externe Fotosensoren durchgefiihrt
wird, kann dies beim hier beschriebenen optoelektronischen
Bauelement durch die im BRauelement vorhandenen Komponenten,
also die Licht absorbierenden Halbleiterchips, ermdglicht
werden, wobeil die Licht absorbierenden Halbleiterchips
gleichzeitig als Schutzdioden fir die Licht emittierenden
Halbleiterchips ausgefihrt sind. Dadurch sind keine
zusadtzlichen Fotosensoren wie im Stand der Technik nétig und

es kann im Vergleich zu bekannten Beleuchtungsapplikationen
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das hier beschriebene optoelektronische Bauelement mit einer
bevorzugt geringen BaugroRe realisiert werden. Insbesondere
werden 1m Vergleich zu bekannten Anwendungen weniger
Halbleiterchips bendtigt, da die Licht absorbierenden

Halbleiterchips eine doppelte Funktionalitat aufweisen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform wird in einem Verfahren
zum Betrieb des optoelektronischen Bauelements in einem
ersten Messschritt der erste Licht emittierende
Halbleiterchip mit einem Messstrom betrieben, wobei Licht auf
einen Licht absorbierenden Halbleiterchip des
optoelektronischen Bauelements fallt, der nicht mit dem
ersten Licht emittierenden Halbleiterchip verschaltet ist.
Das auf den absorbierenden Halbleiterchip fallende Licht
erzeugt einen ersten Fotostrom im Licht absorbierenden
Halbleiterchip, der gemessen wird. In einem zweiten
Messschritt wird der zweite Licht emittierende Halbleiterchip
mit einem Messstrom betrieben, wodurch Licht auf einen Licht
absorbierenden Halbleiterchip fallt, der nicht mit dem
zweiten Licht emittierenden Halbleiterchip verschaltet ist.
Der durch das einfallende Licht erzeugte zweite Fotostrom im
Licht absorbierenden Halbleiterchip wird ebenfalls gemessen.
Aus einer Differenz des ersten Fotostroms zu einem ersten
Sollwert wird ein erster Betriebsstrom fiir den ersten Licht
emittierenden Halbleiterchip ermittelt. Aus einer Differenz
des zweiten Fotostroms mit einem entsprechenden zweiten
Sollwert wird ein zweiter Betriebsstrom fir den zweiten Licht
emittierenden Halbleiterchip ermittelt. AnschlieBend wird der
erste Licht emittierende Halbleiterchip mit dem ersten
Betriebsstrom und der zweite Licht emittierende

Halbleiterchip mit dem zweiten Betriebsstrom betrieben.



10

15

20

25

30

WO 2012/130657 PCT/EP2012/054816

Die Bestimmung der Jjeweiligen Differenz aus Fotostrom und
Sollwert und die Ermittlung des jeweiligen Betriebsstroms
kénnen beispielsweise durch eine entsprechende Berechnungs-
und/oder Regelungselektronik erfolgen, beispielsweise auch
unter Heranziehung von Vergleichswerten, die in der
Rerechnungs- und/oder Regelungselektronik hinterlegt sind. Es
kann auch moglich sein, dass der Messstrom von einem
Anfangswert kontinuierlich oder schrittweise erhdht oder
verringert wird, bis eine Differenz zwischen dem Jjeweils
gemessenen Fotostrom und dem zugehdrigen Sollwert minimiert
ist und besonders bevorzugt gleich Null ist. Der Messstrom
bei der minimierten Differenz entspricht dann dem

erforderlichen Betriebsstrom.

Gemal einer welteren Ausfihrungsform wird der erste Sollwert
und/oder der zweite Sollwert vor der eigentlichen
Inbetriebnahme des optoelektronischen Bauelements bestimmt.
Der Sollwert kann dabei dem Fotostrom in den Jjeweils
verwendeten Licht absorbierenden Halbleiterchips entsprechen,
der beim gewilinschten Betrieb beziehungsweise bei der
gewlinschten Betriebshelligkeit der Licht emittierenden
Halbleiterchips erzeugt wird. Der Messstrom kann damit
beispielsweise dem urspringlichen Betriebsstrom der Licht
emittierenden Halbleiterchips entsprechen. Alternativ dazu
ist es auch moglich, einen vorgegebenen Messstrom, der vom
Betriebsstrom abweichen kann, zu den einzelnen Messungen zu
verwenden und daraus die Sollwerte zu bestimmen. Bei der
Bestimmung der Sollwerte kann beispielsweise auch ein
externer Fotosensor verwendet werden, mittels dem eine
gewinschte Helligkeit der Licht emittierenden Halbleiterchips

eingestellt werden kann.
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Bei den einzelnen Messschritten zur Bestimmung der Fotostrome
leuchtet jeweils immer nur ein Licht emittierender
Halbleiterchip. Die Bestimmung des jeweiligen Fotostroms kann
dabel in einem kurzen Zeitintervall, beispielsweise in
weniger als eine Sekunde und bevorzugt in einigen zehn
Millisekunden erfolgen, so dass vor dem eigentlichen
Anschalten des optoelektronischen Bauelements fiir einen
externen Beobachter ein kurzes Aufblinken oder Aufleuchten
der einzelnen Licht emittierenden Halbleiterchips wahrnehmbar

sein kann.

GemdlR einer weilteren Ausfiihrungsform weist das
optoelektronische Bauelement eine Ansteuervorrichtung auf,
mittels derer die Messschritte und die Ermittlung der
Betriebsstrome durchgefithrt werden kann. Insbesondere kann
die Ansteuervorrichtung in einem ersten Messschritt den
ersten Licht emittierenden Halbleiterchip mit einem Messstrom
betreiben und einen ersten Fotostrom eines der Licht
absorbierenden Halbleiterchips messen, der nicht mit dem
ersten Licht emittierenden Halbleiterchip verschaltet ist. In
einem zweiten Messschritt kann die Steuervorrichtung den
zwelten Licht emittierenden Halbleiterchip mit einem
Messstrom betreiben und einen zweiten Fotostrom eines der
Licht absorbierenden Halbleiterchips messen, der nicht mit
dem zweiten Licht emittierenden Halbleiterchip verschaltet

ist.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform vergleicht die
Ansteuervorrichtung in der oben beschriebenen Weise den
ersten und zweiten Fotostrom mit jeweils gespeicherten
Sollwerten. Aus einer jewelligen Differenz des ersten und
zwelten Fotostroms zu den jeweiligen Sollwerten kann die

Ansteuervorrichtung einen ersten und einen zweiten
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Betriebsstrom zu Betrieb der Licht emittierenden
Halbleiterchips ermitteln. Die Ansteuervorrichtung kann
welterhin den ersten und zweiten Betriebsstrom zum
dauerhaften Betrieb der Licht emittierenden Halbleiterchips

bereitstellen.

Gemdl einer weiteren Ausflihrungsform weist die
Ansteuervorrichtung analoge und/oder digitale elektronische
Komponenten, beispielsweise einen oder mehrere IC-Chips, auf,
mittels derer eine Bestimmung der Fotostrdme, ein Vergleich
mit einem Sollwert und/oder eine Bereitstellung eines

Betriebsstroms ermdglicht werden konnen.

Die Ansteuervorrichtung kann in Form eines zusadtzlichen
Bauelements, beispielsweise einer Treiberschaltung,
bereitgestellt werden, an der ein Trager mit den
Halbleiterchips angeschlossen werden kann. Alternativ zu
einer solchen externen Ansteuervorrichtung kann die
Ansteuervorrichtung auch im oder auf dem Trager angeordnet
sein, beispielsweise in Form einer entsprechenden Bestiickung
eines als Leiterplatte oder Gehaduse ausgefiithrten Tragers, auf

der auch die Halbleiterchips angeordnet sind.

GemdlR einer weilteren Ausfiihrungsform weist das
optoelektronische Bauelement zumindest einen dritten Licht
emittierenden Halbleiterchip auf, der mit einem antiparallel
verschalteten dritten, als Schutzdiode ausgebildeten
Halbleiterchip auf dem Tradger angeordnet ist. Der dritte
Licht emittierende Halbleiterchip kann Merkmale, wie im
Zusammenhang mit dem ersten und zweiten Licht emittierenden

Halbleiterchip weiter oben beschrieben ist, aufweisen.
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Insbesondere kann der dritte Licht emittierende
Halbleiterchip derart auf dem Trager angeordnet sein, dass im
Betrieb Licht zumindest auf den ersten oder zweiten Licht
absorbierenden Halbleiterchip fallt. Somit kann der erste
oder zweite Licht absorbierende Halbleiterchip in einem
dritten Messschritt in dem oben beschriebenen Verfahren zur
Ermittlung eines dritten Fotostroms bei Beaufschlagung des
dritten Licht emittierenden Halbleiterchips mit einem
Messstrom verwendet werden, aus dem durch einen Vergleich mit
einem Sollwert ein dritter Betriebsstrom fir den
anschlieRBenden Dauerbetrieb des dritten Licht emittierenden

Halbleiterchips ermittelt werden kann.

GemdlR einer weilteren Ausfithrungsform ist der dritte als
Schutzdiode ausgebildete Halbleiterchip als Licht
absorbierender Halbleiterchip und Schutzdiode ausgebildet.
Insbesondere kann der dritte Licht emittierende
Halbleiterchip antiparallel mit dem dritten Licht
absorbierenden Halbleiterchip verschaltet sein, der dann
beispielsweise in dem oben beschriebenen Verfahren zur
Ermittlung des ersten und/oder zweiten Fotostroms verwendet

werden kann.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform sind zumindest ein oder
mehrere weitere Licht emittierende Halbleiterchip auf dem
Trdger angeordnet. Zumindest ein weiterer Licht emittierender
Halbleiterchip kann ohne Schutzdiode auf dem Trager
angeschlossen sein. Es kann dabeil mdglich sein, dass der
Betriebsstrom des zumindest einen weiteren Licht
emittierenden Halbleiterchips mittels eines Licht
absorbierenden Halbleiterchips gemaB einem der beschriebenen
Verfahrensschritten ermittelt wird, der mit einem anderen

Licht emittierenden Halbleiterchip verschaltet ist,
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beispielsweise mittels des ersten Licht absorbierenden

Halbleiterchips.

Gemal einer weliteren Ausfihrungsform sind zumindest drei oder
mehr Licht emittierende Halbleiterchips mit jeweils einem
parallel dazu verschalteten als Schutzdioden ausgefiihrten
Halbleiterchip auf dem Trédger angeordnet, wobeli zumindest
zwel der als Schutzdioden ausgefilthrten Halbleiterchips als

Licht absorbierende Halbleiterchips ausgefiihrt sind.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform wird zumindest ein Licht
absorbierender Halbleiterchip des optoelektronischen
Bauelements als Umgebungslichtsensor betrieben. Dazu kann der
Licht absorbierende Halbleiterchip durch das Umgebungslicht,
das auf das optoelektronische Bauelement und insbesondere auf
den Licht absorbierenden Halbleiterchip fallt, in einen
Fotostrom umwandeln, der beispielsweise von einer

Ansteuervorrichtung gemessen wird.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform ist bei einem Verfahren
zum Betrieb des optoelektronischen Bauelements mit einem
Trdger, auf dem zumindest ein erster Licht emittierender
Halbleiterchip und ein dazu antiparallel verschalteter erster
Licht absorbierender Halbleiterchip angeordnet sind, der
erste Licht absorbierende Halbleiterchip als
Umgebungslichtsensor und als Schutzdiode ausgefiihrt, der
durch Umgebungslicht, das auf das optoelektronische
Bauelement fallt, einen Fotostrom erzeugt. Beim
Unterschreiten eines Mindestwerts fiir den Fotostrom wird der

erste Licht emittierende Halbleiterchip in Betrieb genommen.

Gemal einer weliteren Ausfihrungsform ist dazu in der

Ansteuervorrichtung der Mindestfotostrom hinterlegt, der
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einer Mindestumgebungshelligkeit entspricht. Sind die
Umgebungshelligkeit und damit auch der Fotostrom kleiner als
die entsprechenden Mindestwerte, kann die Ansteuervorrichtung
den zumindest einen oder die Mehrzahl der Licht emittierenden
Halbleiterchips auf dem Tradger in Betrieb nehmen.
Beispielsweise kann das optoelektronische Bauelement damit
bei Dammerlicht automatisch den zumindest einen oder die
Mehrzahl von Licht emittierenden Halbleiterchips in Betrieb
nehmen. Dabei koénnen beil zumindest zwel Licht emittierenden
Halbleiterchips mit jeweils dazu antiparallel verschalteten
Licht absorbierenden Halbleiterchips die oben beschriebenen
Messschritte zur Bestimmung des jeweiligen Betriebsstroms der
Licht emittierenden Halbleiterchips durchgefiihrt werden,
bevor die Licht emittierenden Halbleiterchips in einem

Dauerbetrieb betrieben werden.

Gemdl einer welteren Ausfiihrungsform wird das
optoelektronische Bauelement als Anzeigevorrichtung,
beispielweise in einem Verkehrsmittel wie einem Automobil,
verwendet. Beim Starten des Verkehrsmittels, also
beispielsweise beim Anlassen eines Automobils, kann das oben
beschriebene Verfahren zur Ermittlung der Betriebsstrome
durchgefithrt werden, so dass vor dem eigentlichen Betrieb des
optoelektronischen Bauelements wahrend der Benutzung des
Verkehrsmittels sichergestellt werden kann, dass das
optoelektronische Bauelement mit der gewilinschten
Lichtcharakteristik betrieben wird. Alternativ dazu ist es
auch méglich, dass das hier beschriebene Verfahren zur
Ermittlung der Betriebsstrdme nur nach einer bestimmten
Anzahl von Inbetriebnahmen des Verkehrsmittels durchgefihrt

wird.
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Gemal einer welteren Ausfihrungsform wird eine Vielzahl wvon
hier beschriebenen optoelektronischen Bauelementen in einer
Anzeigevorrichtung wie etwa einem Display, beispielsweise
einer Vollfarbvideowand, verwendet. Auch hierbei kdnnen die
einzelnen optoelektronischen Bauelemente hinsichtlich ihres
abgestrahlten Lichts beziehungsweise des von den einzelnen
Licht emittierenden Halbleiterchips abgestrahlten Lichts vor
jeder Inbetriebnahme oder nach Jjeweils einer bestimmten
Anzahl von Inbetriebnahmen hinsichtlich einer Alterung in
Form von Helligkeitsdriften Uberprift werden. Dadurch kann
gerade bei einer Verwendung einer Vielzahl von hier
beschriebenen optoelektronischen Bauelementen sichergestellt
werden, dass alle optoelektronischen Rauelemente m&glichst
mit der gewlinschten Lichtcharakteristik betrieben werden
kénnen, so dass optische UnregelmédBigkeiten beispielsweise in
Form von Helligkeitsschwankungen und/oder Farbunterschieden
ber die Anzeigefldche des Displays vermindert oder sogar

ganz verhindert werden kdnnen.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in

Verbindung mit den Figuren beschriebenen Ausfiihrungsformen.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines
optoelektronischen Bauelements gemd@B einem
Ausflihrungsbeispiel,

Figuren 2A bis 2C schematische Darstellungen eines Verfahrens
zum Betrieb eines optoelektronischen Bauelements gemal

einem weiteren Ausfiithrungsbeispiel,
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Figuren 3 und 4 schematische Darstellungen von
optoelektronischen Bauelementen gemal weiteren
Ausfihrungsbeispielen und

Figur 5 eine schematische Darstellung eines
optoelektronischen Bauelements gemd&B einem weiteren

Ausfihrungsbeispiel.

In den Ausfihrungsbeispielen und Figuren ko&nnen gleiche oder
gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen versehen sein. Die dargestellten Elemente und
deren Grohlenverhdltnisse untereinander sind grunds&tzlich
nicht als maBstabsgerecht anzusehen, vielmehr kdnnen einzelne
Elemente, wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente
und Bereiche, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum
besseren Verstandnis Ubertrieben dick oder groRl dimensioniert

dargestellt sein.

In Figur 1 ist ein optoelektronisches Bauelement gemdl einem
Ausflihrungsbeispiel gezeigt, das einen Trédger 1 aufweist, der
im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel als Gehduse mit einer
Vertiefung 10 ausgebildet ist. Der Trager 1 weist dazu einen
Kunststoff auf, der das Gehduse bildet. Weiterhin kann der
Trdger 1 elektrische Kontakte in Form von eines Leiterrahmens
(,lead frame™), Leiterbahnen und/oder Anschlussfl&achen

aufweisen (nicht gezeigt).

Auf dem Trager 1, insbesondere im gezeigten
Ausflihrungsbeispiel in der Vertiefung 10 des Gehduses, sind
ein erster Licht emittierender Halbleiterchip 11 und ein
antiparallel dazu verschalteter erster Licht absorbierender
Halbleiterchip 12 angeordnet. Weiterhin sind ein zweiter
Licht emittierender Halbleiterchip 21 mit einem dazu

antiparallel verschalteten zweiten Licht absorbierenden
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Halbleiterchip 22 angeordnet. Die Licht absorbierenden
Halbleiterchips 12, 22 sind als Schutzdioden, insbesondere
als ESD-Schutzdioden, ausgefiihrt, die die jeweils mit ihnen
verschalteten Licht emittierenden Halbleiterchips 11, 21 vor
Spannungsspitzen, beispielsweise ESD-Pulsen, schiitzen. Dazu
sind die Licht absorbierenden Halbleiterchips 12, 22 im
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel als Siliziumdioden ausgefihrt,
die eine Durchlassspannung im Bereich von 0,6 bis 1,2 Volt
aufweisen. Alternativ dazu konnen einer oder beide Licht
absorbierenden Halbleiterchips 12, 22 auch als GaAs-Dioden
oder andere Diode mit einem geeigneten Licht absorbierenden
und die erforderliche Schutzfunktion erfiilllenden Material

ausgebildet sein.

Die Licht emittierenden Halbleiterchips 11, 21 kdnnen wie im
allgemeinen Teil beschrieben in Form wvon
Halbleiterschichtenfolgen ausgefithrt sein und beispielsweise
Licht mit unterschiedlichen Farben abstrahlen, so dass das
optoelektronische Bauelement ein Mischlicht je nach von den
Licht emittierenden Halbleiterchips 11, 21 abgestrahlter
Lichtintensitat abstrahlen kann. Die Vertiefung 10 ist im
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel reflektierend ausgebildet, so
dass das von den Licht emittierenden Halbleiterchips 11, 21
im Betrieb erzeugte Licht vom optoelektronischen Bauelement

gleichmédBRig abgestrahlt werden kann.

Die Halbleiterchips 11, 12, 21, 22 sind auf dem Trager 1
derart angeordnet, dass das Licht jedes Licht emittierenden
Halbleiterchips 11, 21 auf zumindest einen der Licht
absorbierenden Halbleiterchips 12, 22 fallt, der nicht mit
dem jewelligen Licht emittierenden Halbleiterchip 11, 21
verschaltet ist. Im Ausfiihrungsbeispiel bedeutet dies

insbesondere, dass Licht des ersten Licht emittierenden
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Halbleiterchips 11 auf den zweiten Licht absorbierenden
Halbleiterchip 22 fallt, wahrend Licht des zweiten Licht
emittierenden Halbleiterchips 21 auf den ersten Licht

absorbierenden Halbleiterchip 12 fallt.

Weiterhin konnen lber den Licht emittierenden und Licht
absorbierenden Halbleiterchips 11, 12, 21, 22 weitere
optische Komponenten, beispielsweise ein Verguss in der
Vertiefung 10 und/oder eine optische Komponente,
beispielsweise eine Linse oder ein optischer Diffusor wie

etwa eine Streuplatte oder ein Streuverguss, angeordnet sein.

In Verbindung mit den Figuren 2A bis 2C wird ein Verfahren
zum Betrieb des optoelektronischen Bauelements gemdl Figur 1
beschrieben. Hierzu weist das optoelektronische Bauelement
weiterhin eine Ansteuervorrichtung 2 auf, die dazu
eingerichtet ist, wie im Folgenden beschrieben Messstrome und
Betriebsstrome bereitzustellen sowie Fotostrdme zu messen.
Die Ansteuervorrichtung 2 ist im gezeigten
Ausfihrungsbeispiel als externe Ansteuervorrichtung
ausgefiihrt, an die der Tradger 1 mit den Halbleiterchips 11,
12, 21, 22 angeschlossen werden kann. Der elektrische
Anschluss ist durch die Pfeile 13, 15, 23, 25, 16 und 26
gekennzeichnet. Alternativ dazu kann die Ansteuervorrichtung

2 auch im Trédger 1 integriert sein.

Vor dem eigentlichen Betrieb des optoelektronischen
Bauelements wird in einem ersten Messschritt der erste Licht
emittierende Halbleiterchip 11 in Betrieb genommen. Dazu
stellt die Ansteuervorrichtung 2 einen Messstrom 13 bereit,
mittels dem der erste Licht emittierende Halbleiterchip 11
betrieben wird. Vom ersten Licht emittierenden Halbleiterchip

11 abgestrahltes Licht 14, das einem Teill des gesamten vom
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ersten Licht emittierenden Halbleiterchip 11 abgestrahlten
Lichts entspricht, fallt auf den zweiten Licht absorbierenden
Halbleiterchip 22. Der zweite Licht emittierende
Halbleiterchip 21 ist dabei nicht im Betrieb, so dass iber
die Anschliisse, mittels derer der zweite Licht emittierende
Halbleiterchip eigentlich betrieben werden kann, ein erster
Fotostrom 15 gemessen werden kann, der durch das Licht 14 im
zweliten Licht absorbierenden Halbleiterchip 22 erzeugt wird.
Der erste Fotostrom 15 wird mit einem in der
Ansteuervorrichtung 2 gespeicherten Sollwert verglichen,
wodurch Alterungsdefekte wie beispielsweise eine
Leuchtintensitédtsverringerung des ersten Licht emittierenden
Halbleiterchips 11 beim Messstrom 13 festgestellt werden
konnen. Aus der Differenz des ersten Fotostroms 15 zum
entsprechenden Sollwert kann die Ansteuervorrichtung 2 einen
ersten Betriebsstrom 16 in der oben im allgemeinen Teil

beschriebenen Weise ermitteln.

In einem weiteren, zweiten Messschritt gemd&B Figur 2B wird
bei ausgeschaltetem erstem Licht emittierenden Halbleiterchip
11 der zweite Licht emittierende Halbleiterchip 21 mit einem
Messstrom 23 betrieben. Dadurch fallt ein Teil des vom
zweliten Licht emittierenden Halbleiterchip 21 abgestrahlten
Lichts, in Figur 2B mit dem Bezugszeichen 24 gekennzeichnet,
auf den ersten Licht absorbierenden Halbleiterchip 12, der
einen zweiten Fotostrom 25 erzeugt. Der zweite Fotostrom 25
wird von der Ansteuervorrichtung 2 gemessen. Durch einen
Vergleich des zweiten Fotostroms 25 mit einem entsprechenden,
in der Ansteuervorrichtung 2 gespeicherten Sollwert kann ein

zwelter Betriebsstrom 26 ermittelt werden.

Die derart ermittelten Betriebsstrdome 16 und 26 werden

anschlieBend fiir einen Dauerbetrieb des optoelektronischen
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Bauelements wie in Figur 2C gezeigt von der
Ansteuervorrichtung 2 zum Betrieb der Licht emittierenden
Halbleiterchips 11, 21 bereitgestellt. Die Licht
absorbierenden Halbleiterchips 12, 22 fungieren im
Dauerbetrieb dabei als Schutzdioden zum Schutz der Licht

emittierenden Halbleiterchips 11, 21.

In Figur 3 ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel fir ein

optoelektronisches Bauelement gezeigt, dass zusatzlich zu den

ersten und zweiten Licht emittierenden und Licht
absorbierenden Halbleiterchips 11, 12, 21, 22 gema&B den
vorherigen Ausfilhrungsbeispielen einen dritten Licht
emittierenden Halbleiterchip 31 aufweist, der mit einem
antiparallel verschalteten dritten, als Schutzdiode
ausgebildeten Halbleiterchip 32 verschaltet ist. Die wie in
Verbindung mit dem vorherigen Ausfithrungsbeispiel sowie
nachfolgend beschriebenen, nacheinander durchgefiihrten
Messschritte sind in Figur 3 der Ubersichtlichkeit halber

gemeinsam eingezeichnet.

Zur Ermittlung von Betriebsstromen fiir den ersten und zweiten

Licht emittierenden Halbleiterchip 11, 21 werden die Licht
emittierenden Halbleiterchips 11, 21 wie in Verbindung mit
dem vorherigen Ausfihrungsbeispiel beschrieben nacheinander
mit Messstromen 13, 23 beaufschlagt, wodurch jeweils ein
erster beziehungsweise zwelter Fotostrom von der

Ansteuervorrichtung 2 (nicht gezeigt) gemessen werden kann.

Anschlieflend an die Bestimmung eines dritten Betriebsstroms
fir den dritten Licht emittierenden Halbleiterchip 31 wird
der dritte Licht emittierende Halbleiterchip 31 mit einem
Messstrom 33 beaufschlagt, wahrend der ersten und zweite

Licht emittierende Halbleiterchip 11, 21 nicht betrieben
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werden, wobeil vom dritten Licht emittierenden Halbleiterchip
31 abgestrahltes Licht 34 auf den zweiten Licht
absorbierenden Halbleiterchip 22 fallt, der dadurch einen
dritten Fotostrom (nicht gezeigt) erzeugt. Der dritte
Fotostrom wird von der Ansteuervorrichtung 2 mit einem
entsprechenden Sollwert verglichen, wodurch sich in der oben
beschriebenen Art und Weise ein dritter Betriebsstrom fir den
dritten Licht emittierenden Halbleiterchip 31 ermitteln
lasst. Der dritte, als Schutzdiode ausgebildete
Halbleiterchip 32 muss dabei nicht zwingend als Licht
absorbierender Halbleiterchip ausgefiihrt sein. Dadurch sind
im Ausfihrungsbeispiel nur zwei Licht absorbierende

Halbleiterchips notig.

Weiterhin konnen noch zusatzliche Licht emittierende
Halbleiterchips vorhanden sein, deren jeweiliger
Betriebsstrom in entsprechender Weise wie fir die Licht
emittierenden Halbleiterchips 11, 21, 31 beschrieben bestimmt
werden kann. Dabei kann es beispielsweise auch ausreichend
sein, wenn lediglich der erste und zweite Licht absorbierende
Halbleiterchip 12, 22 Licht absorbierend sind, wahrend
welitere, als Schutzdioden fiir die weiteren Licht
emittierenden Halbleiterchips vorhandenen Halbleiterchips

nicht Licht absorbierend sein miissen.

In Figur 4 ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel fir ein
optoelektronisches Bauelement mit einem ersten, einem zweiten
und einem dritten Licht emittierenden Halbleiterchip 11, 21,
31 gezeigt, wobeil der dritte Licht emittierende
Halbleiterchip 31 mit einem dritten Licht absorbierenden
Halbleiterchip 32 antiparallel verschaltet ist, der als

Schutzdiode ausgebildet ist. Wie schon in Figur 3 sind in
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Figur 4 die nacheinander durchgefiihrten Messschritte

gemeinsam angedeutet.

Wie bereits in Verbindung mit den vorherigen
Ausflihrungsbeispielen beschrieben kann im ersten Messschritt
der erste Fotostrom bei Retrieb des ersten Licht
emittierenden Halbleiterchips 11 vom zweiten Licht
absorbierenden Halbleiterchip 22 erzeugt werden. Der zweite
Fotostrom kann in einem nachfolgenden Messschritt beim
Betrieb des zweiten Licht emittierenden Halbleiterchips 21
vom dritten Licht absorbierenden Halbleiterchip 32 erzeugt
werden, wahrend der dritte Fotostrom in einem weiteren
nachfolgenden Messschritt beim Betrieb des dritten Licht
emittierenden Halbleiterchips 31 vom ersten Licht
absorbierenden Halbleiterchip erzeugt werden kann. Da jedem
Licht emittierenden Halbleiterchip 11, 21, 31 genau ein Licht
absorbierender Halbleiterchip 12, 22, 32 zugeordnet ist, der
zur Bestimmung des jeweiligen Fotostroms beim Messstrom
verwendet wird, konnen die Licht absorbierenden
Halbleiterchips 12, 22, 32 beispielsweise auf das
Emissionsspektrum des Jjeweils zugeordneten Licht
absorbierenden Halbleiterchips 11, 21, 31 optimiert werden.
Weiterhin ist es ausreichend, wenn das Licht der Licht
emittierenden Halbleiterchips 11, 21, 31 jeweils auf den zur
Messung des Fotostroms verwendeten Licht absorbierenden
Halbleiterchip 12, 22, 32 fallt, wodurch eine groBe
Designfreiheit in der Anordnung der Halbleiterchips 11, 12,
21, 22, 31, 32 auf dem Trager 1 gegeben sein kann.

Zusatzlich zu den im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel
vorhandenen Halbleiterchips 11, 12, 21, 22, 31, 32 kdonnen
noch weitere Licht emittierende Halbleiterchips und Licht

absorbierende Halbleiterchips auf dem Trager angeordnet sein,
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die wie die Halbleiterchips 11, 12, 21, 22, 31, 32 Dbetrieben

werden konnen.

In Figur 5 ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel fir ein
optoelektronisches Bauelement gezeigt, das einen ersten Licht
emittierenden Halbleiterchip 11 und einen dazu antiparallel
verschalteten ersten Licht absorbierenden Halbleiterchip 12
auf einem Tradger 1 aufweist, der beispielsweise wie in den
vorherigen Ausfilhrungsbeispielen als Gehduse mit einer
Vertiefung 10 ausgebildet ist. Der erste Licht absorbierende
Halbleiterchip 12 ist wie in den vorherigen

Ausfihrungsbeispielen als Schutzdiode ausgebildet.

Weiterhin wird der erste Licht absorbierende Halbleiterchip
12 bei nicht-betriebenem erstem Licht emittierenden
Halbleiterchip 11 als Umgebungslichtsensor betrieben. Das
bedeutet, dass abhangig vom Umgebungslicht 4, das auf das
optoelektronische Bauelement und insbesondere auf den ersten
Licht absorbierenden Halbleiterchip 12 fallt, und
insbesondere abhangig von dessen Helligkeit der erste Licht
absorbierende Halbleiterchip 12 einen Fotostrom 45 erzeugt,
der von der Ansteuervorrichtung 2 {berwacht wird. Fallt die
Helligkeit des Umgebungslichts 4 unter einen bestimmten
Mindestwert und damit auch der Fotostrom 45 des ersten Licht
absorbierenden Halbleiterchips 12 unter einen in der
Ansteuervorrichtung 2 hinterlegten Mindestfotostrom, wird der
erste Licht emittierende Halbleiterchip 11 durch die
Ansteuervorrichtung 2 durch Bereitstellung eines
Betriebsstroms 16 fir den ersten Licht emittierenden
Halbleiterchip 11 in Betrieb genommen, wie in Figur 5

angedeutet ist.
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Weiterhin kann das in Figur 5 gezeigte optoelektronische
Bauelement noch weitere Licht emittierende und Licht
absorbierende Halbleiterchips wie in vorhergehenden

Ausflihrungsbeispielen beschrieben aufweisen.

Weiterhin kann auch beispielsweise ein Licht absorbierender
Halbleiterchip 12, 22, 32 eines der in Verbindung mit den
Figuren 1 bis 4 beschriebenen optoelektronischen Bauelemente
als Umgebungslichtsensor in der in Verbindung mit Figur 5
beschrieben Weise ausgefiihrt sein und betrieben werden. Der
als Umgebungslichtsensor ausgefithrte Licht absorbierende
Halbleiterchip kann die Helligkeit der Umgebung des
optoelektronischen Halbleiterbauelements ilberwachen und
dieses beim Unterschreiten einer Mindestumgebungshelligkeit
in Betrieb nehmen. Weiterhin kdnnen vor dem Dauerbetrieb des
optoelektronischen Bauelements die in Verbindung mit den
Figuren 2A bis 4 beschriebenen Messschritte zur Ermittlung
der Betriebsstrome der Licht emittierenden Halbleiterchips

durchgefihrt werden.

Die optoelektronischen Bauelemente in den gezeigten
Ausflihrungsbeispielen eignen sich insbesondere fiir Displays
wie etwa Vollfarbvideowdnde, in denen jeweills ein
optoelektronisches Bauelement zur Darstellung eines
Bildpunkts verwendet werden kann. Weiterhin eignen sich die
optoelektronischen Bauelemente auch besonders bevorzugt zur
Beleuchtung von Anzeigevorrichtung beispielsweise in
Kraftfahrzeugen, von denen eine gleichbleibende Helligkeit
und abgestrahlte Farbcharakteristik verlangt wird. Die hier
beschriebenen Verfahren zur Bestimmung der jeweiligen
Betriebsstrome konnen daher bei jedem Einschaltvorgang einer
solchen Vollfarbvideowand oder eines Kraftfahrzeugs oder auch

nach jeweils immer einer bestimmten Anzahl von
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FEinschaltvorgédngen durchgefiihrt werden, um lber die gesamte
Lebenszeit der optoelektronischen Rauelemente eine mdglichst

gleichbleibende Leuchtcharakteristik zu ermoglichen.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausflihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie Jjede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausflihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1.

Optoelektronisches Bauelement

mit einem Tradger (1), auf dem zumindest ein erster Licht

emittierender Halbleiterchip (11) und ein antiparallel
verschalteter erster Licht absorbierender Halbleiterchip
(12) sowlie zumindest ein zweiter Licht emittierender
Halbleiterchip (21) und ein antiparallel verschalteter
zwelter Licht absorbierender Halbleiterchip (22)

angeordnet sind,

wobel die Halbleiterchips (11, 12, 21, 22) auf dem Trager (1)

derart angeordnet sind, dass Licht (14, 24) jedes Licht
emittierenden Halbleiterchips (11, 21) auf zumindest

einen der Licht absorbierenden Halbleiterchips (12, 22)
fallt, der nicht mit dem jeweiligen Licht emittierenden

Halbleiterchip (11, 21) verschaltet ist und

wobei die Licht absorbierenden Halbleiterchips (12, 22) als

Schutzdioden ausgebildet sind.

Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, wobei
zumindest eine die Licht absorbierenden Halbleiterchips

(12, 22) eine Siliziumdiode oder eine GaAs-Diode ist.

Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriche, das eine Ansteuervorrichtung (2) aufweist,
die dafiir eingerichtet ist,

einem ersten Messschritt den ersten Licht emittierenden
Halbleiterchip (11) mit einem Messstrom (13) zu
betreiben und einen ersten Fotostrom (15) eines der
Licht absorbierenden Halbleiterchips (22) zu messen, der
nicht mit dem ersten Licht emittierenden Halbleiterchip

(11) wverschaltet ist, und
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in einem zweiten Messschritt den zweiten Licht

emittierenden Halbleiterchip (21) mit einem Messstrom
(23) zu betreiben und einen zweiten Fotostrom (25) eines
der Licht absorbierenden Halbleiterchips (12) zu messen,
der nicht mit dem zweiten Licht emittierenden

Halbleiterchip (21) verschaltet ist.

Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 3, wobei die
Ansteuervorrichtung (2) dazu eingerichtet ist, den
ersten und zweiten Fotostrom (15, 25) mit gespeicherten
Sollwerten zu vergleichen und aus einer Jjeweiligen
Differenz des ersten und zweiten Fotostroms (15, 25) zum
Sollwert einen ersten und zweiten Betriebsstrom (16, 26)
zum Betrieb der Licht emittierenden Halbleiterchips (11,

21) zu ermitteln.

Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriliche, wobeli der Trager (1) ein Gehduse mit einer
Vertiefung (10) aufweist, in der die Halbleiterchips

(11, 12, 21, 22) angeordnet sind.

Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 5, wobei die

Vertiefung (10) reflektierend ausgebildet ist.

Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriliche, wobei zumindest ein dritter Licht
emittierender Halbleiterchip (31) mit einem antiparallel
verschalteten dritten, als Schutzdiode ausgebildeten

Halbleiterchip (32) auf dem Trager (1) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 7, wobei im
Betrieb Licht (34) des dritten Licht emittierenden

Halbleiterchips (31) zumindest auf den ersten oder
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zwelten Licht absorbierenden Halbleiterchip (12, 22)
fallt.

Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 7 oder 8,
wobel der dritte, als Schutzdiode ausgebildete

Halbleiterchip (32) Licht absorbierend ist.

Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriche, wobei zumindest einer der Licht emittierenden
Halbleiterchips (11, 21, 31) ein
Wellenlangenkonversionselement aufweist, das zumindest
einen Teil eines vom Licht emittierenden Halbleiterchip
(11, 21, 31) emittierten Primarlichts in davon

verschiedenes Sekundarlicht umwandelt.

Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriche, wobeil die Licht emittierenden Halbleiterchips
(11, 21, 31) voneinander unterschiedliches Licht

abstrahlen.

Verfahren zum Betrieb eines optoelektronischen
Bauelements gemaB einem der Anspriliche 1 bis 11, bei dem
einem ersten Messschritt der erste Licht emittierende
Halbleiterchip (11) mit einem Messstrom (13) betrieben
und ein erster Fotostrom (15) eines Licht absorbierenden
Halbleiterchips (22) gemessen wird, auf den Licht (14)
des ersten Licht emittierenden Halbleiterchips (11)
fallt und der nicht mit dem ersten Licht emittierenden
Halbleiterchip (11) verschaltet ist,

einem zweiten Messschritt der zweite Licht emittierende
Halbleiterchip (21) mit einem Messstrom (23) betrieben
und ein zweiter Fotostrom (25) eines Licht

absorbierenden Halbleiterchips (12) gemessen wird, auf
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den Licht (24) des zweiten Licht emittierenden
Halbleiterchips (21) fallt und der nicht mit dem zweiten
Licht emittierenden Halbleiterchip (21) verschaltet ist,

- aus einer Differenz des ersten Fotostroms (15) zu einem

ersten Sollwert ein erster Betriebstrom (16) ermittelt

wird,

- aus einer Differenz des zweiten Fotostroms (25) zu einem

zwelten Sollwert ein zweiter Betriebsstrom (26)

ermittelt wird und

- anschlieBlend der erste Licht emittierende Halbleiterchip

13.

im

im

im

in

(11) mit dem ersten Betriebstrom (l16) und der zweite
Licht emittierende Halbleiterchip (21) mit dem zweiten

Betriebsstrom (26) betrieben wird.

Verfahren nach Anspruch 12, bei dem

ersten Messschritt der erste Fotostrom (15) vom zweliten
Licht absorbierenden Halbleiterchip (22) erzeugt wird,
zwelten Messschritt der zweite Fotostrom (25) vom ersten
Licht absorbierenden Halbleiterchip (12) erzeugt wird,
optoelektronischen Bauelement ein dritter Licht
emittierender Halbleiterchip (31) mit einem antiparallel
verschalteten dritten, als Schutzdiode ausgebildeten
Halbleiterchip (32) vorhanden ist,

einem dritten Messschritt der dritte Licht emittierende
Halbleiterchip (31) mit einem Messstrom (33) betrieben
wird zur Erzeugung von Licht (34), das auf den zweiten
Licht absorbierenden Halbleiterchip (22) fallt, der

einen dritten Fotostrom erzeugt, und

zusatzlich zum ersten und zweiten Betriebsstrom (16, 260)

ein dritter Betriebsstrom zum Betreiben des dritten
Licht emittierenden Halbleiterchips (31) aus einer
Differenz des dritten Fotostroms zu einem dritten

Sollwert ermittelt wird.
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14.

im

im

im

in

Verfahren nach Anspruch 12, bei dem

ersten Messschritt der erste Fotostrom vom zweiten Licht
absorbierenden Halbleiterchip (22) erzeugt wird,
optoelektronischen Bauelement ein dritter Licht
emittierender Halbleiterchip (31) mit einem antiparallel
verschalteten dritten, als Schutzdiode ausgebildeten
Licht absorbierenden Halbleiterchip (32) vorhanden ist,
zwelten Messschritt der zweite Fotostrom vom dritten
Licht absorbierenden Halbleiterchip (32) erzeugt wird,
einem dritten Messschritt der dritte Licht emittierende
Halbleiterchip (31) mit einem Messstrom (33) betrieben
wird zur Erzeugung von Licht (34), das auf den ersten
Licht absorbierenden Halbleiterchip (12) fallt, der

einen dritten Fotostrom erzeugt, und

zusatzlich zum ersten und zweiten Betriebsstrom (16, 260)

15.

ein dritter Betriebsstrom zum Betreiben des dritten
Licht emittierenden Halbleiterchips (31) aus einer
Differenz des dritten Fotostroms zu einem dritten

Sollwert ermittelt wird.

Verfahren zum Betrieb eines optoelektronischen
Bauelements mit einem Trager (1), auf dem zumindest ein
erster Licht emittierender Halbleiterchip (11) und ein
antiparallel verschalteter erster Licht absorbierender
Halbleiterchip (12) angeordnet ist, bei dem der erste
Licht absorbierende Halbleiterchip (12) als
Umngebungslichtsensor und als Schutzdiode ausgefihrt ist,
der durch Umgebungslicht (4), das auf das
optoelektronische Bauelement fallt, einen Fotostrom (45)
erzeugt, und bei dem der zumindest eine erste Licht

emittierende Halbleiterchip (11) bei Unterschreiten
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eines Mindestwerts fiir den Fotostrom (45) in Betrieb

genommen wird.
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